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1 Einleitung

Gallium-Arsenid ist in bezug auf Hochfrequenzschal-
tungen ein ernsthafter Konkurrent fir Silizium. Die
Elektronen bewegen sich in GaAs bis zu fanfmal
schneller als in Silizium. Die hdhere Elektronenbe-
weglichkeit verursacht geringere Verluste und lafdt
héhere Grenzfrequenzen zu. Gegenlber verschiede-
nen anderen Halbleitern hat GaAs einen hohen
Schmelzpunkt (ca. 1230 °C), so dak es sich bei Erwdér-
mung nicht gleich chemisch oder physikalisch veran-
dert. Bei hohen Frequenzen z.B. bei 12 GHz-Verstar-
kern, ist GaAs das Material der Wahl.

Jedoch auch bei niedrigeren Frequenzen bieten GaAs-
Feldeffekt-Transistoren gegeniiber Siliziumtransisto-
ren Vorteile:

® Geringeres Rauschen

® hohe Verstarkung

TELEFUNKEN electronic hat eine Reihe von Kleinsig-
nal-Dual-Gate-MES-FET's vom Verarmungstyp ent-
wickelt, die in verschiedenen Gehausen angeboten
werden und bis 3 GHz eingesetzt werden kdnnen
(Grenzfrequenz bhis 7 GHz).

Je nach Anwendungsfall stehen verschiedene Ipgg-
Gruppierungen zur Verfiigung:

® Transistoren mit hohem Drainstrom Iygg, wenn
auf gutes GroR3signalverhalten Wert gelegt wird,
oder

® Transistoren mit niedrigem Drainstrom Iyqg,
wenn geringe Pinch-off-Spannungen oder ge-
ringer Leistungsverbrauch ausschlaggebend sind.

Diese Transistoren eigenen sich zum Einsatz in gere-
gelten und ungeregelten Vorstufen, Breitbandverstér-
kern, Mischern und ZF-Stufen, z.B. in Satellitentu-
nern, in Kabeltunern mit niedriger Versorgungsspan-

nung, in Sendern, in Eingangsstufen in der optischen
Ubertragungstechnik, in Breitbandverstarkern far Im-
pulse, in Zwischenverstdrkern von Mefigeraten, in
Amateurfunkempfangern, Amateurfunksendern
u.v.m. ‘

Bei der Entwicklung dieser Feldeffekt-Transistoren
wurde ein Optimum beziglich der Hochfrequenzei-
genschaften (geringes Rauschen, hohe Verstarkung)
und der Bestdndigkeit gegen elektrostatische Entla-
dungen angestrebt, so dal ein Einsatz in GroRserien
unproblematisch wird. Durch Verkleinern der Gatelan-
ge und des Source-Drain Abstandes 148t sich eine
noch geringere Rauschzahl und eine héhere Verstar-
kung erzielen, jedoch werden diese Feldeffekt-Transi-
storen bei unsachgemafler Handhabung bei der Mon-
tage leichter zerstdrt. Auch die maximal zuldssige
Drain-Source-Spannung und Drain-Gate-Spannun-
gen sind bei kleinerer Gatelénge niedriger.

2 Was bedeutet MES-FET?

MES-FET ist die Abkiirzung von MEtal-Semiconduc-
tor Field-Effect Transistor.

Die MES-FET-Serie von TELEFUNKEN electronic sind
Dual-Gate n-Kanal MES-FET's vom Verarmungstyp
(depletion mode).

Verarmungstyp bedeutet, da® bei einer Gatespan-
nung von O V bereits ein hoher Drainstrom /g fliel3t.
Durch anlegen einer negativen Spannung an das Gate
kann dieser Strom verringert werden. (Fig. 1)

Es werden ausschlieBlich n-Kanal-GaAs MES-FET's
hergestellt, weil nur bei N-Kanal-Typen die hohe Elek-
tronenbeweglichkeit im Material ausgenutzt wird.

2.1 Aufbau eines Duzal-Gate GaAs MES-FET

Das Grundmaterial ist semiisolierendes GaAs mit ei-
nem spezifischen Widerstand von etwa 107 Ohm c¢m.
Durch verschiedene Prozesse wird ein leitfahiger
n-Kanal mit Kontaktierungen fiir Drain, Source, Gate 1
und Gate 2 hergestellt {Fig. 2).

An Gate 1 wird das HF-Eingangssignal herangefiihrt
und Gate 2 wird zum Regeln benutzt oder an Masss

Ds gelegt. Gate 1 und Gate 2 bestehen aus Aluminium-
Ug =0V leitbahnen, die direkt auf dem Halbleiter aufgebracht
sind (daher die Bezeichnung Metal-Semiconductor,
MES) und mit dem GaAs-Grundmaterial Schottkydio-
den darstellen. Im Schaltbild {Fig. 3) werden diese
—Ue =25V Dioden durch Pfeile symbolisiert.
Ups
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Wenn keine Drain-Source-Spannung anliegt, kann bei
positiver Gate 2-Spannung durch die Schottkydiode
von Gate 2 ein Strom flieRen, der den Schottkykontakt
zerstdren kann, wenn die thermische Belastung zu
grol wird. Um dies zu vermeiden, ist darauf zu achten,
daR beim Einschalten die Versorgungsspannung an
Drain frither oder mindestens zur selben Zeit vorhan-
den ist wie die Spannung an Gate 2. Dies ist beson-
ders bei Schaltungen zu beachten, die fiir Gate 2 eine
separate Versorgungsspannung haben, z.B. bei auto-
matischer Verstarkungsreglung (AGC).

Durch einen grofRen Reihenwiderstand in der Gate 2-
Zuleitung kann man ebenfalls einen Schutz gegen Zer-
stérung erreichen.

2.2 Vorteile von GaAs MES-FET's gegeniiber
Si MOS-FEET's

@ Kleinere Kapazitéiten bei GaAs MES-FET's erlauben
hohere Frequenzen

® Wesentlich geringeres Rauschen

® Hohere Vorwirtssteilheit erlaubt losere An-
kopplung und ergibt Schmalbandigkeit

® Geringere Séittigungsspannung. Dadurch ist der
Betrieb von GaAs MES-FET's an niedrigeren Ver-
sorgungsspannungen als bei Si MOS-FET's mdg-
lich.

® Geringe und konstante Rockwirkung (ber den ge-
samten Frequenzbereich

2.3 Handhabung

Bei der Handhabung von GaAs-Transistoren sind die
gleichen VorsichtsmaBnahmen wie bei C-MOS
Bauelementen zu treffen. Es sollte darauf geachtet
werden, daB keine Létwerkzeuge ohne Létspitzener-
dung verwendet werden.

3 GaAs-Anwendungen im Frequenzbereich
bis 1 GHz

3.1 Allgemeines

Wegen der bereits genannten Vortsile gegeniber Si-
MOS-FET's ergeben sich zahlreiche Anwendungs-
moglichkeiten im UHF-Bereich.

Eine Ausnutzung der guten Eigenschaften der Bauele-
mente ist jedoch nur moglich, wenn bei der Dimensio-
nierung der Schaltung alle wichtigen Daten berick-
sichtigt werden. Die folgenden Beispiele sollen vor-
wiegend auf die wichtigsten Dimensionierungskrite-
rien bei Einsatz von GaAs-MES-FET's hinweisen.

3.2 Voraussetzungen fir optimalen Einsatz
von GaAs-MES-FET's

Ein optimaler HF-Einsatz eines Bauelements ist nur
dann gewdhrleistet, wenn ein geeignster Arbeits-
punkt gewahit wird und dabei die Grenzdaten des
Bauelements beachtet werden. Somit sind Kennli-
nienfelder und Steuerkennlinien die wichtigste
Grundlage fiir Arbeitspunkteinstellung und fir Rick-
schliisse auf das GroBsignalverhalten bei HF-Betrieb.
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Die Fig. 4, 5 und 6 zeigen ein typisches Ausgangs-
kennlinienfeld, Steuerkennlinie, sowie die daraus er-
mittelte Steilheitscharakteristik eines GaAs MES-
FET's (CF 300). Diese Kurven bilden die Grundlage fiir
die Dimensionierung der Schaltung und fir die Ar-
beitspunkteinstellung des MES-FET's.

3.2.1 Arbeitspunkteinstellung bei GroBsignalbetrieb

Fig. 8 zeigt, dal ein Betrieb des GaAs-Transistors vor-
wiegend im Bereich mit guter Steilheit erfolgen wird
tunterhalb des Steilheitsmaximums). Bei GroRsignal-
anwendung sind lineare und nichtlineare Verzerrun-
gen im geraden Teil der Steuerkennlinie am gering-
sten. Damit erkennt man, dal bei GroRsignalbetrieb
eine positive Gate 2-Spannung einen gréReren linea-
ren Bereich ergibt. Dies spiegelt sich auch in der Steil-
heitskennlinie wieder. Die Linearitat des Spannungs-
hubes erkennt man aus dem Ausgangskennlinienfeld.
(Fig. 4). Fir den GroRsignalbetrieb ergeben sich somit
aus den Kurven folgende Arbeitspunktempfehlungen:

1. Upg mindestens b V
2. Ug> 1V

3. Ug1 . typ,: M

(gerader Teil der Steuerkennlinie)

4. Beachtung der Leistungs- und Spannungs-
begrenzung!

3.2.2 Arbeitspunkteinstellung bei Kleinsignalbetrieb

Hier bietet sich ein wesentlich gréRerer Freiheitsgrad
bei der Wahl des Arbeitspunktes. Auch bereits mit ge-
ringer G,-Spannung werden hohe Steilheiten erreicht
(Fig. 5 und 6). Es ergeben sich damit auch wesentlich
geringere Verlustleistungen. U, kann bis ca. % der
Gate 1-Pinch-off-Spannung reduziert werden. Niedri-
ge Drain-Source-Spannungen bis ca. 3 V sind moglich

Ug(AGC)= 1 V 7VU,,
Ups = B8V

D, = 52V

Fig. 7

(Fig. 4). Der U, ,-Abregelbereich ist gro. Die Abre-
gelcharakteristik kann allgemein aus den Abbildun-
gen 4, 5 und € abgeleitet werden.

Diese Betrachtungen sollen beweisen, dal3 die Beach-
tung der typischen Betriebskennlinien eines Bauele-
ments Grundvoraussetzung fiir gutes Verhalten in HF-
Schaltungen ist.

3.3 Schaltungsbeispiel fir die Arbeitspunkteinstel-
lung von abregelbaren Verstérkerstufen

Die Fig. 7 zeigt rine dimensionierte Schaltung fir die
Arbeitspunkteinstellung von HF-Verstarkerstufen mit
GaAs-MES-FET's. Hervorragendes Merkmal dieser
Schaltung ist, daR® ohne Schaltungsanderung eine
grofle Variation des Arbeitspunktes moglich ist. So-
mit ist eine Dimensionierung des flir den jeweiligen
Anwendungszweck optimalen Arbeitspunktes nach

den im Abschnitt 3.2 gezeigten Regeln sehr einfach.

Die Schaltung ist so ausgelegt, dalk im gesamten Va-
rigtionsbereich keine Spannungsgrenzwerte (iber-
schritten werden konnen. Es muB lediglich darauf
geachtet werden, daR keine Arbeitspunkte eingestellt
werden, die zu einer Uberschreitung der maximal zu-
léssigen Verlustleistung fiihren.

Das Schaltungsbeispiel stellt eine Breitbandverstér-
kerstufe mit einem Arbeitswiderstand von 50 Q dar.
Wegen der 50 Q-Abschlisse wird dabei erst ah Y, =
20 mS eine Leistungsverstérkung erreicht.
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Fig. 8 Leiterplatten-Layout

Die Fig. 8 zeigt den praktischen Aufbau dieser Schal-
tung: .

Materialdaten und AbmaBe:
Plattenmaterial: RT/Duroid 5870, e, = 2,33
Rickseite sowie Leiterbahnen vergoldet
Lotzinn: Silberlot

AbmalBe: =110 mm b= 30 mm
a= bmm c¢=255mm
{50 Ohm-Leitung)

Die Verwendung von Chip-Bauelementen ist sinnvoll.
Nicht Chip-Bauformen sollten auf der Rlckseite un-
tergebracht werden. Fiir die Gleichspannungszufih-
rung eignen sich Durchfiihrungskapazititen {(QO) der
Grofienordnung von ca. 1 nF.

Diese Stufe ist gut fur die Messung von Steilheit und
Steilheitsgrenzfrequenzen geeignet.

Die Fig. 9 und 10 zeigen die Verstarkungsverldufe als
Funktion der Frequenz bis f= 5 GHz.

Als zusétzliche Daten wurden in dieser Schaltung
noch folgende Werte ermittelt:

-1 dB Compr. Point fir CF 100 S bzw.
CF 300 : P, = 0 dB

— Intercept Point third order:
ICPg =10 dBm bei f, = 450 MHz

f, = 460 MHz
Py = —10 dBm
IMA; = 40 dB

Verstarkung (dBm)

490

30

20

10

Fig. 9

Verstirkung (dBm)
40

F (GHZ)
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Fig. 10

f(GHz)
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3.4 Schaltungsbeispiel selektive 800 MHz Verstér-
kerstufe

Das obige Beispiel {Fig. 11} zeigt, dal® mit der zuvor be-
sprochenen Methode auch Arbeitspunkte selektiver
Verstarker eingestelit werden kéinnen. Die Verstarker-
stufe ist so dimensioniert, dal® beziiglich der Ein-
gangs- und Ausgangsanpassung des MES-FET's op-
timale Bedingungen herrschen. Durch Abstimmurg
mit C, und C; der Eingangs- und Ausgangstransfor-
mationsnetzwerke kann sowohl Leistungsanpassung
als auch Rauschanpassung eingestellt werden.
Diese Stufe wurde z.B. fir die Ermittlung von Daten-
werten fir Rauschzahlen und Leistungsverstérkung
der GaAs MES-FET's von TELEFUNKEN electronic
herangezogen. Die HF-Mef3daten mit dieser Stufe
sind den Fig. 12 und 13 zu entnehmen.

Als zusétzliche Daten gelten: fiir CF 100 S bzw.

CF 300
-1 dB-Compr. Point: P,= 0 dB (l5g = 10 mA,
Pin = -30 dBm)

- Intercept Point third Order:
ICP; =16 dBm bei f;, = 800 MHz
f,= 810 MHz
IMA, =57 dB
Pyt =—12 dBm

3.5 Schaltungsbeispiel Verstarkerstufe in Gateschal-
tung (f=1 GHz)

Eingangsverstérkerstufen in Gateschaltung bieten im
Vergleich zu Stufen in Sourceschaltung den Vortail,
daR keine Eingangstransformationsglieder notwen-
dig sind, wenn die Steilheit des Halbleiters auf 20 mS
eingestellt wird. Wegen der hohen Steilheit der GaAs
MES-FET's und den geringen Rauschzahlen sind die-
se besonders fir Gateschaltungsbetrieb geeignet. Ei-
ne Gateschaltung ist jedoch nur mit Bauteilen mog-
lich, die in der Anschlukonfiguration entsprechend

6
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ausgelegt sind. TELEFUNKEN electronic bietet mit
dem Typ CF 400 einen fiir diese Anwendung geeigne-
ten MES-FET an.

Im Folgenden wird die Schaltung beziiglich ihrer Wir-
kungsweise und des Aufbaues beschrieben.

3.5.1 Grundprinzip der Gateschaltung

Die Fig. 14 zeigt die dynamische Gate 1-Grundschal-
tung.

Den gemeinsamen Punkt fiir Ein- bzw. Ausgang bilden
die beiden Gates (Analog der Basisschaltung bei Bi-
polartransistoren oder der Gitterbasisschaltung bei
Rohren.)

Die Eingangsimpedanz der obigen Anordnung betragt
ndherungsweise:

1

hoben werden. Damit kénnen jetzt negative Gate-
Source-Spannungen mit einer Versorgungs- bzw: Re-
gelspannung realisiert werden.

3.5.3 Eingangsimpedanz
Durch die unter 3.5.1 aufgefiihrte Beziehung

1
Yo

ergibt sich bei einer Steilheit von Yo, =20 mS die Ein-
gangsimpedanz von 50 Q. Da die Steilheit des MES-
FET's arbeitspunktabhéngig ist, milssen die 20 mS
Steilheit durch Spannungskorrektur am Gate 1 einge-
stelit werden (Rg1). Es ist bekannt, daf® die bei MES-
FET's auftretenden Kapazitdten sehr gering sind. Des-

=

Zg= : Yy, =MES-FET-Steilhait
Y21
. s D
Eingang I——l CF 400 [—-I Ausgang
Gy Gy
Fig. 14 : I I 88 5078
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3.5.2 Verstirkerschaltung

Die Fig. 16 zeigt eine dimensionierte Gate 1-Verstar-
kerschaltung, bei welcher der Ausgang selektiv auf
1000 MHz abstimmbar ist.

Betriebsbedingungen:

Versorgungsspannung:
U =12v Upgca. 7,6V
Ur (AGC)=5,4V ngs ca. 0V

Da bei obigem Schaltungskonzept keine negativen
Spannungen angelegt werden, mu das Source-Po-
tential mittels einer Zenerdiode D; auf ca. 5,6 V ange-

halb kann der Imaginérteil der Eingangsimpedanz na-
hezu vernachldssigt werden. Es besteht nun die Mog-
lichkeit, mittels einer Gleichspannung die reelle Ein-
gangsimpedanz dieser Schaltung zu verdndern bzw.
auf 50 Q einzustellen. Da die HF-Eigenschaften der
GaAs-MES-FET's in einem breiten Frequenzbereich
nahezu konstant sind, ist auch die Frequenzabhangig-
keit der Eingangsimpedanz sehr gering. Diese Eigen-
schaft erleichtert eine breitbandige Anwendung der
Verstérkerschaltung.



3.5.4 Ausgangsimpedanz (Fig. 16)

Durch eine Verstérkungsregelung werden die MES-
FET-Eigenschaften am Ausgang des Verstérkers nicht
beeinfluRt. Die Ausgangsimpedanz liegt bei ca. 2 kQ
parallel zu 0,4 pF. Durch eine Transformationsschal-
tung am Ausgang der Stufe wird der Verstarker selek-
tiv filr sine Frequenz von 1000 MHz an 50 Q angepalt.
Diese Transformationsschaltung ist mit Drehkonden-
satoren ausgeflibrt, um Bauelementestreuungen
kompensieren zu kénnen.

3.5.56 Regelverhalten der Verstérkerstufe (Fig. 17)

Da der MES-FET CF 400 als Dualgate-FET ausgefiihrt
ist, besteht hier die Méglichkeit, (iber eine zugefiihrte
G,-Spannung die Verstérkung zu regeln. Bei einer Fre-
guenz von 1000 MHz betréagt der Regelhub ca. 35 dB.
Dies entspricht einer G,-Spannung von +2V bis
-4,5V,

Die Eingangsimpedanz steigt bei der Abregelung an
und liegt im vollabgeregelten Zustand bei ca. 1kQ pa-
ratlel zu 1 pF. Durch diese Impedanzénderung wird das
Stehwellenverhiltnis am Eingang des Verstérkers
sehr grof3.

Um dem entgegenzuwirken, liegt am HF-Eingang eine
Diode D, (z.B. PIN-Diode BA 479 G TEG) in Serie mit
einem Trennkondensator (1 nF). Diese Diode wird mit
der Regelspannung lber einen Widerstand (3,3 kQ)
verbunden. Diese Regelspannung liegt ebenfalls Gber
einen Widerstand (11 kQ}} am Gate 2 des MES-FET's.
Voll aufgeregelt betragt diese Regelspannung (Up,
AGC) ca. 5,5V bis 7 V. Wird nun diese Regelspannung
kieiner als 5 V, beginnt durch die Diode D, Strom zu
flieBen. Dieser Strom bewirkt eine Impedanzénderung
der PIN-Diode und somit auch eine Anderung der Im-
pedanz des HF-Eingangs. Somit wird ndherungsweise
die Impedanzédnderung des abregelnden MES-FET's
durch die Diode kompensiert. Mit dieser Anordnung
erreichen wir am Eingang der Verstérkerstufe ein
Stehwellenverhéltnis von kleiner 1,5.

3.5.6 Rauschverhalten des Verstéarkers (Fig. 18)

Die Rauschwerte dieses Verstarkers liegen mit einer
Quellenimpedanz von 50 kQ bei ca. 3,7 dB. Zu beach-
ten sind bei dieser Gategrundschaltung jedoch, dafk

zuséatzliche Widerstande am Eingang der Stufe sich
direkt auf den Rauschfaktor auswirken. Diese zusétz-
lichen Widersténde kénnen zum Beispiel durch einen
schlechten Aufbau der Schaltung hervorgerufen wer-
den. Der Grund fiir dieses Verhalten liegt darin, daf
bei einer Eingangsimpedanz von 50 Q ein zuséatzlicher
Widerstand von z.B. 10 Q eine Widerstandséanderung
von z.B. 20% bewirkt.

Durch die Verhaltnismessung eines Rauschmefigera-
tes schlagen diese Verluste voll auf den Rauschfaktor
durch.
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3.5.7 Nichtlineare Verzerrungen

Messungen der nichtlinearen Verzerrung, speziell der
Kreuzmodulation, erbrachten iber der Regelspan-
nung Uy sehr gute Ergebnisse. Selbst bei GroRsignal-
betrieb von ca. O dBm blieb der Kreuzmodulationsab-
stand deutlich unter 1% (KMA = 40 dB). Bei Kleinsig-
nalbetrieb liegt der Kreuzmodulationsabstand deut-
lich unter 70 dB. Da sich die beiden MeRfrequenzen
nur um ca. 8 MHz unterschetden {f, = 1000 MHz;
f, = 1008 MHz) tritt bei einer Modulationsfrequenz
von 1 MHz durch die Selektivitat des Ausgangskreises
der Schaitung keineriei Meifehler auf.

Kraurmodulationaabstand Par.m.Elngangspeﬂ-l (dBm)
KMA
100
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80
-2+
—30:KMa > [754dB
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Fig. 19: Kreuzmodulationsabstand

3.6 Zusammenfassung

Mit den Beispielen sollte gezeigt werden, daB GaAs
MES-FET's auch im Frequenzbereich kieiner1GHz gu-
te Einsatzmdglichkeiten haben, wenn hohe Verstéar-
kungen und niedrige Rauschwerte gefordert werden.
Gleichzeitig wird gutes GroRsignalverhalten erreicht.
Die richtige Arbeitspunkteinstellung ist Vorausset-
zung fiir eine optimale Nutzung des MES-FET's. Damit
sind Kennlinienfelder und Steuerkennlinien mit ibrer
Aussagekraft lber das typische Verhalten von Baue-
lementen bei der Dimensionierung von HF-Schaltun-
gen im Zusammenhang mit HF-Parametern zu be-
trachten. Dies gilt selbstverstandlich auch fiir héhere
Frequenzbereiche.

Die dynamischen Parameter der GaAs MES-FET's von
TELEFUNKEN electronic sind aus den Datenbléttern
zu entnehmen, die auf Wunsch gerne zugeschickt
werden.
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CF 300

Rauscharmer Galliumarsenid-Transistor mit hoher
Vearstérkung

Der CF 300 hat eine hihere Vorwiartssteilheit als der
CF 100 S (Y =typ. 26 mS).

Durch die hohe Vorwartssteilheit (hohe Verstarkung)
wird bei HF-Schaltungen eine lose Ankoppelung und
damnit eine groRe Selektivitdt (Schmalbandigkeit) des
Ubertragenen Frequenzbandes méglich.

Dies wird z. B. in Kabeltunern gewiinscht wo die be-
legten Frequenzkanale sehr dicht beeinander liegen.
AuBerdem lassen sich die GaAs-MES FET {Gallium-
Arsenid - Metall - Semiconductor - Feldeffekt - Transi-
storen) mit niedriger Betriebsspannung betreiben, 50
daR damit z. B. Kabeltuner fiir 5 V Betrisbsspannung
realisiert werden kénnen.

Weitere Einsatzmoglichkeiten sind z. B. in rauschar-
men Breitbandverstérkerschaltungen (auch fir Vor-
verstirker in der optischen Ubertragungstechnik), in
hochselektiven Antennenverstarkerschaltungen oder
in Mischstufen im Funktelefon.

Unsere GaAs-MES-FET sind in folgenden Gehausen
liefarbar:

Grundtyp CF 300

Geh#iuse Bezeichnung Bemerkung

TO 50 CF 300

Keramik CFK 30 Einsatz in Source-Schaltung

SOT 143 CF 930

((():hhr;:)Gehéuse IC?QS%SOTCH) Einsatz in Source— und Gate; ~ Schaitung

Grundtyp CF 100S
Geh#use Bezeichnung Bemerkung
TO 5O CF 1003
Keramik CFK 1085 Einsatz in Source-Schaltung
SOT 143 CF 2108
?Chhr;:)Gehéiuse .(rcgg‘lgl)g CH) Einsatz in Source — und Gatey; — Schaltung

Grundtyp CF 100 § mit anderer Anschiuf8belegung
(zum Einsatz in Gate 1-Schaltung)

Geh#use Bezeichnung Bemerkung

TO 50 CF 400 .

Keramik CFK 40 Einsatz in Gate;— Schaltung (502 - System)
SOT 143 CF 940




Grundtyp CF 121

Gehéuse Bezeichnung Bemerkung
TO 50 CF 121

- Einsatz in Source-Schaltung,
Keramik CFK 12 Enthélt integrierte Schutzdioden
50T 143 CF 912
Ohne Gehause T3903T
{Chip) {CF 121 CH)

Grundtyp CF 121 mit anderer AnschluBbelegung
{Zum Einsatz in Gate 1-Schaltung)

Gehéuse Bezeichnung Bemerkung

TG B0 CF 221

Keramik CFK 22 Einsatz in Gate, — Schaltung
50T 143 CF 922

Wir bieten unsere GaAs-Transistoren in drei /pgg-Gruppen an:

Gruppe A:  fpgs=10...35 mA
Gruppe B:  Ipgg = 30...50 mA
Gruppe C:  Ipgs=45...80 mA

Der Buchstabe der Gruppe wird an die Bezeichnung angefligt. Wird ein GaAs-Transistor ohne ipgg-Gruppierung
bestellt, kann /pgg = 10...80 mA sein,

Es hat sich herausgestellt, da GaAs-Transistoren mit hohen /pgq-Werten besonders GroBsignal-fest sind
und von Amateurfunkern und Herstellern von Amateurfunkgeriten bevorzugt werden wéhrend GaAs-
Transistoren mit niedrigen Ipgg-Werten auch niedrige pinch-off-Spannungen haben und von Tunerherstel-

lern bevorzugt werden.
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Typische Anwendungsschaltung

U,=Regelspannung
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